
 
 

・・ナナノノシシリリココンン弾弾道道電電子子面面放放出出素素子子ををパパララレレルルEEBB露露光光にに応応用用すするるここととにによよりり，，次次々々世世代代リリソソググララフフィィーーにに対対応応すするる2255  ～～  3300  nnmm  解解像像度度ままででのの平平行行

線線パパタターーンンのの一一括括露露光光をを実実現現ししたた  （（ミミククロロンンオオーーダダーー以以上上ののススケケーールルでではは，，垂垂直直磁磁界界ななししでで一一括括露露光光可可能能ででああるるここととをを既既にに確確認認済済）） 。。  

・・露光されたパターンの線幅がナノメーターオーダーで電子源のパターンと一致することはナナノノシシリリココンン弾弾道道電電子子面面放放出出素素子子のの電電子子放放出出のの高高度度なな

面面内内均均一一性性（（放放出出量量・・速速度度分分布布））をを反反映映ししてていいるる。。  

・・今今回回ののシシスステテムムはは，，比比較較的的低低いい加加速速電電圧圧（（55..77kkVV））にによよるるももののでであありり，，今今後後，，ささららななるる高高解解像像度度をを狙狙ええるる。。  

CCSSEELL：：弾弾道道電電子子面面露露光光装装置置

量量子子細細線線（（結結合合量量子子ドドッットト））状状ののナナノノシシリリココンン層層  

～～  量量子子効効果果にに基基づづくくナナノノ電電子子光光学学系系  

（（22000088年年第第5555回回  応応用用物物理理学学会会学学術術講講演演会会））  ナナノノシシリリココンン弾弾道道電電子子面面放放出出素素子子にによよるるSSuubb--5500nnmm解解像像度度のの一一括括EEBB露露光光  

面面電電子子源源のの  

ママススククパパタターーンン  

一一括括EEBB露露光光

のの結結果果  

220000nnmm幅幅パパタターーンン  3300nnmm幅幅パパタターーンン

弾弾道道電電子子放放出出をを用用いいたた一一括括EEBB露露光光実実験験のの結結果果  


